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Spos6b wytwarzania termistoréw manganowo-niklowo-kobaltowych

Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarzania termistoréw manganowo-niklowo-kobaltowych, ktérych
tworzywo stanowi spieki mieszanin tlenku manganu i tlenku niklu, bagdZ tlenku manganu i tlenku kobaltu, badZ
tlenk6w magnanu, niklu i kobaltu. ‘

Powszechnie stosowane w produkcji termistoréw o ujemnej wartosci temperaturowego wspétczynnika re-
zystancji tworzywa manganowo-niklowo-kobaltowego mimo swoich zalet takich jak niskie koszty surowcéw,
stosunkowo tatwa technologia wytwarzania oraz stabilno§¢ parametréw, posiadaja matg rezystywnos¢ i nie
pozwalajg na uzyskanie stabilnych wysokorezystancyjnych termistoréw.

Celem wynalazku jest uzyskanie termistorowego tworzywa manganowo-niklowo-kobaltowego o zwigkszo-
nej rezystywnosci przy réwnoczesnym uzyskaniu stosunkowo duZej wartosci temperaturowego wspétczynnika
rezystancji oraz zachowaniu dobrej stabilnosci parametréw. Cel ten osiagnigto przez dodanie do stanowiacej
sktad tworzywa termistorowego mleszanmy tlenkéw manganu, niklu, kobaltu i tlenku krzemu SlOg w ilosci nie
wigkszej niz 20% wagowych.

Termistory z zastosowaniem tworzywa z tlenkiem krzemu maja kilkakrotnie zwigkszona rezystywnos¢.

Przyktad I W tablicy przedstawiono wptyw dodatku tlenku krzemu do tworzywa manganowo-niklo-
wego, w ktorym ilo§¢ atoméw manganu jest siedmiokrotnie wigksza od ilosci atoméw niklu na wartosé rezystyw-
nosci i temperaturowego wspétczynnika rezystancji. Dodatek 10% SiO, pozwala tu na zwigkszenie 30-krotne
rezystywnosci tworzywa przy zwigkszeniu temperaturowego wspétczynnika rezystancji od —4,65 do —5,30%/°C.}
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Przyktad Il Dodatek 20% SiO, do tworzywa kobaltowo-manganowego o stosunku atoméw Co:Mn
réwnym 7:5 zwigkszyt jego rezystywnos$é o rzad wielkosci. Zmiany rezystancji wykonanych z tego tworzywa
termistoréw w czasie 80 dniowego starzenia w temperaturze 100°C nie przekraczaty 1%.
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“Tablica

Tlo§é SiO,
(%) 0 1 2 3 5 10

Rezystywnosé
(§2+ cm) 1,1-10* 1,5¢10% 5,6°10% | 7,8-10% 1,5¢10° 3,4-10°

Temperaturowy wspétczynnik]
rezystancji
%/°C) —4,65 -4,75 —4,90 -5,10 -5,15 -5,30

Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzania termistoréw manganowo-niklowo-kobaltowych z tworzyw stanowiacych spieki tlenku
manganu i tlenku niklu, tlenku manganu i tlenku kobaltu, bgdZ tlenkéw manganu, niklu i kobaltu,znamien -
ny tym, Ze do sktadu mieszaniny stanowiacej tworzywo termistorowe dodaje sie tlenku krzemu w iloci nie
wigkszej od 20% wagowych.
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